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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ワイヤボンディング作業の複雑さと不便さを解
消したマイクロＬＥＤアレイディスプレイ装置を提供す
る。
【解決手段】複数のマイクロＬＥＤピクセル１３０、及
び露出した第１導電型半導体層１２０上に形成された第
１導電型メタル層１４０を含むマイクロＬＥＤパネル１
００と、一つのマイクロＬＥＤピクセルの第２導電型半
導体層に個別的に対応するＣＭＯＳセル、及びＣＭＯＳ
セルに隣接して形成され、第１導電型メタル層に個別的
に対応する共通セルを含むＣＭＯＳバックプレーンと、
一つのマイクロＬＥＤピクセルの第２導電型半導体層に
個別的に対応する位置に形成され、一つのマイクロＬＥ
Ｄピクセルに対応する各ＣＭＯＳセルとの間を電気的に
連結するバンプと、を備え、第１導電型メタル層に個別
的に対応する位置に形成され、第１導電型メタル層とＣ
ＭＯＳバックプレーンの共通セルとの間を電気的に連結
する共通バンプと、を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１導電型半導体層、活性層、及び第２導電型半導体層で形成された垂直構造が一つの
マイクロＬＥＤピクセルを形成する複数のマイクロＬＥＤピクセル、及び前記複数のマイ
クロＬＥＤピクセルが形成されずに露出した前記第１導電型半導体層上に形成された第１
導電型メタル層を含むマイクロＬＥＤパネルと、
　前記一つのマイクロＬＥＤピクセルの前記第２導電型半導体層に個別的に対応するＣＭ
ＯＳセル、及び前記ＣＭＯＳセルに隣接して形成され、前記第１導電型メタル層に個別的
に対応する共通セルを含むＣＭＯＳバックプレーンと、
　前記一つのマイクロＬＥＤピクセルの前記第２導電型半導体層に個別的に対応する位置
に形成され、前記一つのマイクロＬＥＤピクセルに対応する前記各ＣＭＯＳセルとの間を
電気的に連結するバンプと、を備え、
　前記第１導電型メタル層に個別的に対応する位置に形成され、前記第１導電型メタル層
と前記ＣＭＯＳバックプレーンの前記共通セルとの間を電気的に連結する共通バンプと、
を含むことを特徴とするマイクロＬＥＤアレイディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記第１導電型メタル層は、前記各マイクロＬＥＤピクセルの共通電極であることを特
徴とする請求項１に記載のマイクロＬＥＤアレイディスプレイ装置。
【請求項３】
　前記ＣＭＯＳバックプレーンは、ＡＭ（Ａｃｔｉｖｅ　Ｍａｔｒｉｘ）パネルであるか
又は少なくとも二つのトランジスタ及び一つのキャパシタを含むピクセル駆動回路を含む
ことを特徴とする請求項１に記載のマイクロＬＥＤアレイディスプレイ装置。
【請求項４】
　前記第１導電型メタル層の高さは、前記各マイクロＬＥＤピクセルの高さと同一である
ことを特徴とする請求項１に記載のマイクロＬＥＤアレイディスプレイ装置。
【請求項５】
　前記各マイクロＬＥＤピクセルは、前記第１導電型半導体層、前記活性層、及び前記第
２導電型半導体層を順次成長させた基板を含むことを特徴とする請求項１に記載のマイク
ロＬＥＤアレイディスプレイ装置。
【請求項６】
　前記各マイクロＬＥＤピクセルは、前記垂直構造の一つのマイクロＬＥＤピクセルが複
数形成される領域と、前記活性層及び前記第２導電型半導体層が除去され、前記第１導電
型半導体層が露出する領域と、を含むことを特徴とする請求項１に記載のマイクロＬＥＤ
アレイディスプレイ装置。
【請求項７】
　前記各ＣＭＯＳセルのそれぞれに前記各マイクロＬＥＤピクセルが個別的に対応するよ
うに前記バンプ及び前記共通バンプでフリップチップボンディングされたことを特徴とす
る請求項１に記載のマイクロＬＥＤアレイディスプレイ装置。
【請求項８】
　前記第１導電型メタル層は、前記第１導電型半導体層上で前記マイクロＬＥＤパネルの
外郭に沿って形成されることを特徴とする請求項１に記載のマイクロＬＥＤアレイディス
プレイ装置。
【請求項９】
　前記第１導電型半導体層はｎ型半導体層であり、前記第２導電型半導体層はｐ型半導体
層であることを特徴とする請求項１に記載のマイクロＬＥＤアレイディスプレイ装置。
【請求項１０】
　前記第１導電型半導体層はｐ型半導体層であり、前記第２導電型半導体層はｎ型半導体
層であることを特徴とする請求項１に記載のマイクロＬＥＤアレイディスプレイ装置。
【請求項１１】
　第１導電型半導体層、活性層、及び第２導電型半導体層で形成された垂直構造が一つの
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マイクロＬＥＤピクセルを形成する複数のマイクロＬＥＤピクセル、及び前記複数のマイ
クロＬＥＤピクセルが形成されずに露出した前記第１導電型半導体層上に形成された第１
導電型メタル層を含むマイクロＬＥＤパネルと、
　前記一つのマイクロＬＥＤピクセルの前記第２導電型半導体層に個別的に対応するＣＭ
ＯＳセル、及び前記ＣＭＯＳセルに隣接して形成され、前記第１導電型メタル層に個別的
に対応する共通セルを含むＣＭＯＳバックプレーンと、
　前記一つのマイクロＬＥＤピクセルの前記第２導電型半導体層に個別的に対応する位置
に形成され、前記一つのマイクロＬＥＤピクセルに対応する前記各ＣＭＯＳセルとの間を
電気的に連結するバンプと、を備え、
　前記各マイクロＬＥＤピクセルは、前記垂直構造の一つのマイクロＬＥＤピクセルが複
数形成される領域と、前記活性層及び前記第２導電型半導体層が除去され、前記第１導電
型半導体層が露出する領域と、を含むことを特徴とするマイクロＬＥＤアレイディスプレ
イ装置。
【請求項１２】
　前記第１導電型メタル層は、前記各マイクロＬＥＤピクセルの共通電極であることを特
徴とする請求項１１に記載のマイクロＬＥＤアレイディスプレイ装置。
【請求項１３】
　前記ＣＭＯＳバックプレーンは、ＡＭ（Ａｃｔｉｖｅ　Ｍａｔｒｉｘ）パネルであるか
又は少なくとも二つのトランジスタ及び一つのキャパシタを含むピクセル駆動回路を含む
ことを特徴とする請求項１１に記載のマイクロＬＥＤアレイディスプレイ装置。
【請求項１４】
　前記露出した第１導電型メタル層に個別的に対応する位置に形成され、前記露出した第
１導電型メタル層と前記共通セルとを電気的に連結する共通バンプを更に含むことを特徴
とする請求項１１に記載のマイクロＬＥＤアレイディスプレイ装置。
【請求項１５】
　前記第１導電型半導体層はｎ型半導体層であり、前記第２導電型半導体層はｐ型半導体
層であることを特徴とする請求項１１に記載のマイクロＬＥＤアレイディスプレイ装置。
【請求項１６】
　前記第１導電型半導体層はｐ型半導体層であり、前記第２導電型半導体層はｎ型半導体
層であることを特徴とする請求項１１に記載のマイクロＬＥＤアレイディスプレイ装置。
【請求項１７】
　前記各マイクロＬＥＤピクセルは、前記第１導電型半導体層、前記活性層、及び前記第
２導電型半導体層を順次成長させた基板を含むことを特徴とする請求項１１に記載のマイ
クロＬＥＤアレイディスプレイ装置。
【請求項１８】
　前記第１導電型メタル層の高さは、前記各マイクロＬＥＤピクセルの高さと同一である
ことを特徴とする請求項１１に記載のマイクロＬＥＤアレイディスプレイ装置。
【請求項１９】
　第１導電型半導体層、活性層、及び第２導電型半導体層で形成された垂直構造が一つの
マイクロＬＥＤピクセルを形成する複数のマイクロＬＥＤピクセル、及び前記複数のマイ
クロＬＥＤピクセルが形成されずに露出した前記第１導電型半導体層上に形成された第１
導電型メタル層を含むマイクロＬＥＤパネルと、
　前記一つのマイクロＬＥＤピクセルの前記第２導電型半導体層に個別的に対応するＣＭ
ＯＳセル、及び前記ＣＭＯＳセルに隣接して形成され、前記第１導電型メタル層に個別的
に対応する共通セルを含むＣＭＯＳバックプレーンと、
　前記一つのマイクロＬＥＤピクセルの前記第２導電型半導体層に個別的に対応する位置
に形成され、前記一つのマイクロＬＥＤピクセルに対応する前記各ＣＭＯＳセルとの間を
電気的に連結するバンプと、を備え、
　前記第１導電型メタル層に個別的に対応する位置に形成され、前記第１導電型メタル層
と前記ＣＭＯＳバックプレーンの前記共通セルとの間を電気的に連結する共通バンプと、
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を含み、
　前記第１導電型メタル層は、前記各マイクロＬＥＤピクセルの共通電極であることを特
徴とするマイクロＬＥＤアレイディスプレイ装置。
【請求項２０】
　前記各マイクロＬＥＤピクセルは、前記垂直構造の一つのマイクロＬＥＤピクセルが複
数形成される領域と、前記活性層及び前記第２導電型半導体層が除去され、前記第１導電
型半導体層が露出する領域と、を含むことを特徴とする請求項１９に記載のマイクロＬＥ
Ｄアレイディスプレイ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マイクロＬＥＤアレイディスプレイ装置に関し、より詳細には、ＬＥＤチッ
プの製造時、エッチング工程で一つのマイクロＬＥＤパネル上に複数のマイクロＬＥＤピ
クセルを配列し、その状態のマイクロＬＥＤパネルを、各バンプを用いてＣＭＯＳバック
プレーン（Ｂａｃｋｐｌａｎｅ）上にフリップチップボンディングし、各マイクロＬＥＤ
ピクセルを個別的に駆動可能に構成してマイクロディスプレイ用に使用するマイクロＬＥ
Ｄアレイディスプレイ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光ダイオード（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ：ＬＥＤ）は、低電力消
費と環境に優しいという側面でその需要が爆発的に増加しており、照明装置やＬＣＤ表示
装置のバックライト用のみならず、ディスプレイ装置にも広く適用されている。
【０００３】
　ＬＥＤは、電気エネルギーを光に変換する固体素子の一種であって、基本的に、二つの
ドーピング層、即ちｎ型半導体層とｐ型半導体層との間に介在する活性層を含み、二つの
ドーピング層間に電圧が印加されると、電子と正孔が活性層に注入された後、活性層内で
再結合することによって光が発生する原理を用いている。ＬＥＤは、比較的低い電圧で駆
動が可能であると共に、高いエネルギー効率によって発熱が低いという特徴を有する。Ｌ
ＥＤは、様々なタイプに製造されるが、これらの様々なタイプのうち、特に、マイクロＬ
ＥＤアレイディスプレイ装置の製造に使用されるタイプとして、一つのウエハー上に複数
のマイクロＬＥＤピクセルを形成したタイプがある。このように、一つのウエハー上に複
数のマイクロＬＥＤピクセルを形成することによってマイクロＬＥＤアレイディスプレイ
装置を製造する場合、従来は、チップ製造工程を通じて各ピクセルにｐ極とｎ極の２端子
を形成した後、信号ラインの縦横軸に配列して駆動していた。この場合、各マイクロＬＥ
Ｄピクセルに対して信号制御を担当する各素子が周辺領域に別途に形成されなければなら
ないことから、マイクロＬＥＤアレイディスプレイのサイズが大きくなり、縦横軸にアレ
イされた数多くのデータラインを各マイクロＬＥＤピクセルとワイヤボンディングで連結
しなければならないため、その工程が複雑になり、多くの不便さを伴う。
【０００４】
　また、一つの基板上に複数のマイクロＬＥＤピクセルを形成する場合、一つの基板上に
赤色、緑色、及び青色の光を発光する構造物を形成する際の技術的な限界により、マイク
ロＬＥＤアレイディスプレイ装置においてＬＥＤ光源を使用する場合、従来は単色のみで
具現するしかないという問題があった。従って、これらの問題を解決するための方案が当
該技術分野で要求されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】韓国登録特許第１０－１１５０８６１号公報
【特許文献２】韓国登録特許第１０－０４７０９０４号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、マイク
ロＬＥＤアレイディスプレイ装置を製造する際に、各マイクロＬＥＤピクセルと各種デー
タラインとのワイヤボンディング作業の複雑さと不便さを解消し、各マイクロＬＥＤピク
セルをそれぞれ個別的に制御可能にするために、ＣＭＯＳバックプレーン上に形成された
各ＣＭＯＳセルに各マイクロＬＥＤピクセルがそれぞれ対応するように各バンプを用いて
フリップチップボンディングされたマイクロＬＥＤアレイディスプレイ装置を提供するこ
とにある。
　また本発明の目的は、一つの基板上に複数のマイクロＬＥＤピクセルを形成する場合、
基板上に赤色、緑色、及び青色の光を発光する構造を形成する際の困難さを解決するため
に、ＣＭＯＳバックプレーン上にフリップチップボンディングされたマイクロＬＥＤアレ
イディスプレイ装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するためになされた本発明の一態様によるマイクロＬＥＤアレイディス
プレイ装置は、第１導電型半導体層、活性層、及び第２導電型半導体層で形成された垂直
構造が一つのマイクロＬＥＤピクセルを形成する複数のマイクロＬＥＤピクセル、及び前
記複数のマイクロＬＥＤピクセルが形成されずに露出した前記第１導電型半導体層上に形
成された第１導電型メタル層を含むマイクロＬＥＤパネルと、前記一つのマイクロＬＥＤ
ピクセルの前記第２導電型半導体層に個別的に対応するＣＭＯＳセル、及び前記ＣＭＯＳ
セルに隣接して形成され、前記第１導電型メタル層に個別的に対応する共通セルを含むＣ
ＭＯＳバックプレーンと、前記一つのマイクロＬＥＤピクセルの前記第２導電型半導体層
に個別的に対応する位置に形成され、前記一つのマイクロＬＥＤピクセルに対応する前記
各ＣＭＯＳセルとの間を電気的に連結するバンプと、を備え、前記第１導電型メタル層に
個別的に対応する位置に形成され、前記第１導電型メタル層と前記ＣＭＯＳバックプレー
ンの前記共通セルとの間を電気的に連結する共通バンプと、を含むことを特徴とする。
【０００８】
　上記目的を達成するためになされた本発明の他の態様によるマイクロＬＥＤアレイディ
スプレイ装置は、第１導電型半導体層、活性層、及び第２導電型半導体層で形成された垂
直構造が一つのマイクロＬＥＤピクセルを形成する複数のマイクロＬＥＤピクセル、及び
前記複数のマイクロＬＥＤピクセルが形成されずに露出した前記第１導電型半導体層上に
形成された第１導電型メタル層を含むマイクロＬＥＤパネルと、前記一つのマイクロＬＥ
Ｄピクセルの前記第２導電型半導体層に個別的に対応するＣＭＯＳセル、及び前記ＣＭＯ
Ｓセルに隣接して形成され、前記第１導電型メタル層に個別的に対応する共通セルを含む
ＣＭＯＳバックプレーンと、前記一つのマイクロＬＥＤピクセルの前記第２導電型半導体
層に個別的に対応する位置に形成され、前記一つのマイクロＬＥＤピクセルに対応する前
記各ＣＭＯＳセルとの間を電気的に連結するバンプと、を備え、前記各マイクロＬＥＤピ
クセルは、前記垂直構造の一つのマイクロＬＥＤピクセルが複数形成される領域と、前記
活性層及び前記第２導電型半導体層が除去され、前記第１導電型半導体層が露出する領域
と、を含むことを特徴とする。
【０００９】
　上記目的を達成するためになされた本発明のさらに他の態様によるマイクロＬＥＤアレ
イディスプレイ装置は、第１導電型半導体層、活性層、及び第２導電型半導体層で形成さ
れた垂直構造が一つのマイクロＬＥＤピクセルを形成する複数のマイクロＬＥＤピクセル
、及び前記複数のマイクロＬＥＤピクセルが形成されずに露出した前記第１導電型半導体
層上に形成された第１導電型メタル層を含むマイクロＬＥＤパネルと、前記一つのマイク
ロＬＥＤピクセルの前記第２導電型半導体層に個別的に対応するＣＭＯＳセル、及び前記
ＣＭＯＳセルに隣接して形成され、前記第１導電型メタル層に個別的に対応する共通セル
を含むＣＭＯＳバックプレーンと、前記一つのマイクロＬＥＤピクセルの前記第２導電型
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半導体層に個別的に対応する位置に形成され、前記一つのマイクロＬＥＤピクセルに対応
する前記各ＣＭＯＳセルとの間を電気的に連結するバンプと、を備え、前記第１導電型メ
タル層に個別的に対応する位置に形成され、前記第１導電型メタル層と前記ＣＭＯＳバッ
クプレーンの前記共通セルとの間を電気的に連結する共通バンプと、を含み、前記第１導
電型メタル層は、前記各マイクロＬＥＤピクセルの共通電極であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は、ＣＭＯＳバックプレーン上に形成された各ＣＭＯＳセルに各マイクロＬＥＤ
ピクセルがそれぞれ対応するように各バンプを用いてフリップチップボンディングされた
新しい概念のマイクロＬＥＤアレイディスプレイ装置を提供する。これによって、既存の
工程の各マイクロＬＥＤピクセルと各種データラインとのワイヤボンディング作業の複雑
さと不便さを解消し、各マイクロＬＥＤピクセルを個別的に制御することができる。
　更に、単一ＣＭＯＳバックプレーンに、赤色、緑色、及び青色の光のそれぞれを発光す
る複数のマイクロＬＥＤパネルを、各バンプを用いてフリップチップボンディングし、光
学系を用いて三つの色相を１ヶ所に集中させることによってフルカラーの具現を可能にす
ることから、従来の一つの基板上に複数のマイクロＬＥＤピクセルを形成する場合に、基
板上に赤色、緑色、及び青色の光を発光する構造を形成する際の技術的困難さを解消でき
るという効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態によるマイクロＬＥＤアレイディスプレイ装置のマイクロＬ
ＥＤパネルの一例を示す図である。
【図２】図１に示したマイクロＬＥＤパネルとマイクロＬＥＤパネル上の各マイクロＬＥ
Ｄピクセルを個別的に駆動するための複数のＣＭＯＳセルを含むＣＭＯＳバックプレーン
とを示す図である。
【図３】図２に示したマイクロＬＥＤパネルとＣＭＯＳバックプレーンとを各バンプを用
いて電気的に連結するために、各バンプをＣＭＯＳバックプレーン上に配置した状態を示
す図である。
【図４】図３に示した各バンプが配置されたＣＭＯＳバックプレーン上にマイクロＬＥＤ
パネルを向かい合うように配置し、マイクロＬＥＤパネル上の各マイクロＬＥＤピクセル
とＣＭＯＳバックプレーン上の各ＣＭＯＳセルとをそれぞれ電気的に連結した状態を示す
図である。
【図５】本発明の一実施形態によるフルカラーを具現するための赤色、緑色、及び青色の
光を発光するそれぞれのマイクロＬＥＤパネルに形成された各マイクロＬＥＤピクセルに
対応する各ＣＭＯＳセルにそれぞれ電気的に連結するために、単一ＣＭＯＳバックプレー
ン上にＣＭＯＳセル領域をそれぞれ形成して各ＣＭＯＳセル上に各バンプをそれぞれ配置
した状態を示す図である。
【図６】図５に示した赤色、緑色、及び青色のそれぞれのマイクロＬＥＤパネルを、各バ
ンプ３０００を用いて単一ＣＭＯＳバックプレーンに電気的に連結した状態を示す図であ
る。
【図７】本発明の一実施形態によるフルカラーを具現するためのマイクロＬＥＤアレイデ
ィスプレイ装置の駆動を簡略に説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明は、メサエッチング工程でマイクロＬＥＤピクセルを配列し、これをＣＭＯＳバ
ックプレーン上にフリップチップボンディングすることによって、ＨＭＤ（Ｈｅａｄ　Ｍ
ｏｕｎｔｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ）又はＨＵＤ（Ｈｅａｄ　Ｕｐ　Ｄｉｓｐｌａｙ）などの
マイクロディスプレイ（Ｍｉｃｒｏ　Ｄｉｓｐｌａｙ）に適用可能にしたマイクロＬＥＤ
アレイディスプレイ装置に関する。本発明は、ＬＥＤチップの製造時、メサエッチング工
程で各マイクロＬＥＤピクセルを配列し、これらを個別的に駆動可能なようにＣＭＯＳバ
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ックプレーン上にフリップチップボンディングする。また、本発明は、赤色、緑色、及び
青色を有する三つの素子、即ち各マイクロＬＥＤパネルをＣＭＯＳバックプレーン上に配
列することによってフルカラーを具現する。
【００１３】
　以下、本発明を実施するための形態の具体例を、図面を参照しながら詳細に説明する。
各図面及び実施形態は、本発明の属する技術分野で通常の知識を有する者が容易に理解で
きるように簡略化して例示したものであって、各図面及び実施形態が本発明の範囲を限定
するものと解釈してはならない。
【００１４】
　図１は、本発明の一実施形態によるマイクロＬＥＤアレイディスプレイ装置のマイクロ
ＬＥＤパネル１００の一例を示す図であり、図２は、図１に示したマイクロＬＥＤパネル
１００とマイクロＬＥＤパネル１００上の各マイクロＬＥＤピクセルを個別的に駆動する
ための複数のＣＭＯＳセルを含むＣＭＯＳバックプレーン２００とを示す図であり、図３
は、図２に示したマイクロＬＥＤパネル１００とＣＭＯＳバックプレーン２００とを各バ
ンプ３００を用いて電気的に連結するために、各バンプ３００をＣＭＯＳバックプレーン
２００上に配置した状態を示す図であり、図４は、図３に示した各バンプ３００が配置さ
れたＣＭＯＳバックプレーン２００上にマイクロＬＥＤパネル１００を向かい合うように
配置し、マイクロＬＥＤパネル１００上の各マイクロＬＥＤピクセルとＣＭＯＳバックプ
レーン２００上の各ＣＭＯＳセルとをそれぞれ電気的に連結した状態を示す図である。
【００１５】
　先ず、図１～図４を参照して、本発明の一実施形態によるマイクロＬＥＤアレイディス
プレイ装置に関して説明する。本実施形態によるマイクロＬＥＤアレイディスプレイ装置
は、マイクロＬＥＤパネル１００、ＣＭＯＳバックプレーン２００、及び各バンプ３００
を含む。マイクロＬＥＤパネル１００は、複数のマイクロＬＥＤピクセル１３０を含み、
ＣＭＯＳバックプレーン２００は、各マイクロＬＥＤピクセル１３０をそれぞれ個別的に
駆動するために各マイクロＬＥＤピクセル１３０にそれぞれ対応する複数のＣＭＯＳセル
２３０を含む。そして、各バンプ３００は、各マイクロＬＥＤピクセル１３０と、各マイ
クロＬＥＤピクセル１３０に対応する各ＣＭＯＳセル２３０とがそれぞれ向い合うように
配置された状態で、各マイクロＬＥＤピクセル１３０と、各マイクロＬＥＤピクセル１３
０に対応する各ＣＭＯＳセル２３０とをそれぞれ電気的に連結する。本明細書内において
、各マイクロＬＥＤピクセル及び各ＣＭＯＳセルの参照符号は、便宜上、それぞれ一つの
マイクロＬＥＤピクセルと一つのＣＭＯＳセルに対して１３０と２３０として表示した。
このような構成を通じて、ＣＭＯＳバックプレーン２００上に形成された各ＣＭＯＳセル
２３０に各マイクロＬＥＤピクセル１３０がそれぞれ対応するように各バンプ３００を用
いてフリップチップボンディングすることによって、マイクロＬＥＤアレイディスプレイ
装置は、各マイクロＬＥＤピクセル１３０を個別的に制御する。
【００１６】
　マイクロＬＥＤパネル１００は、基板１１０上に第１導電型半導体層１３２、活性層１
３４、及び第２導電型半導体層１３６を順次成長させた後でエッチングされる。従って、
マイクロＬＥＤパネル１００上の各マイクロＬＥＤピクセル１３０は、このような過程を
経て形成された垂直構造を有し、個々のマイクロＬＥＤピクセル１３０の垂直構造は、基
板１１０上に第１導電型半導体層１３２、活性層１３４、及び第２導電型半導体層１３６
を含む。基板１１０は、サファイア、ＳｉＣ、Ｓｉ、ガラス、及びＺｎＯのうちのいずれ
か一つからなる。そして、第１導電型半導体層１３２はｎ型半導体層であり、第２導電型
半導体層１３６はｐ型半導体層である。活性層１３４は、電源の印加時、第１導電型半導
体層１３２と第２導電型半導体層１３６から供給される電子と正孔とが再結合される領域
である。
【００１７】
　マイクロＬＥＤパネル１００において、エッチングされた部分、即ちマイクロＬＥＤピ
クセル１３０が形成されない部分１２０は、第２導電型半導体層１３６と活性層１３４が
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除去されて第１導電型半導体層１３２が露出する。このようにマイクロＬＥＤパネル１０
０において、マイクロＬＥＤピクセル１３０が形成されない部分１２０の第１導電型半導
体層１３２上には、各マイクロＬＥＤピクセル１３０と離隔するように第１導電型メタル
層１４０が形成される。第１導電型メタル層１４０は、第１導電型半導体層１３２上に、
マイクロＬＥＤパネル１００の外郭に沿って所定の幅を有するように形成される。第１導
電型メタル層１４０の厚さは、各マイクロＬＥＤピクセル１３０の厚さと概略同一に形成
される。第１導電型メタル層１４０は、共通バンプ３４０によってＣＭＯＳバックプレー
ン２００に電気的に連結され、各マイクロＬＥＤピクセル１３０の共通電極として機能す
る。例えば、第１導電型メタル層１４０は共通接地である。
【００１８】
　ＣＭＯＳバックプレーン２００は、各マイクロＬＥＤピクセル１３０をそれぞれ個別的
に駆動するための複数のＣＭＯＳセル２３０を含む。各ＣＭＯＳセル２３０は、各バンプ
３３０を通じて、対応する各マイクロＬＥＤピクセルにそれぞれ電気的に連結される。各
ＣＭＯＳセル２３０は、対応する各マイクロＬＥＤピクセルを個別的に駆動するための集
積回路である。ＣＭＯＳバックプレーン２００は、例えばＡＭ（Ａｃｔｉｖｅ　Ｍａｔｒ
ｉｘ）パネルである。従って、各ＣＭＯＳセル２３０は、二つのトランジスタ及び一つの
キャパシタを含む（図示せず）ピクセル駆動回路である。各バンプ３００を用いてＣＭＯ
Ｓバックプレーン２００にマイクロＬＥＤパネル１００をフリップチップボンディングす
ると、等価回路上、ピクセル駆動回路のトランジスタのドレイン端子（図示せず）と共通
接地端子（例えば、参照符号２４０）との間に個々のマイクロＬＥＤピクセルが配置され
た形態になる。
【００１９】
　ＣＭＯＳバックプレーン２００は、第１導電型メタル層１４０に対応する位置に形成さ
れた共通セル２４０を含み、第１導電型メタル層１４０と共通セル２４０とは共通バンプ
３４０によって電気的に連結される。本明細書では、複数のＣＭＯＳセルと、各ＣＭＯＳ
セルに対応する各マイクロＬＥＤピクセルとをそれぞれ電気的に連結する各バンプ３３０
と、第１導電型メタル層１４０と共通セル２４０とを電気的に連結する共通バンプ３４０
との両方を含む用語として「各バンプ３００」を使用することもある。
【００２０】
　図３に示したように、各バンプ３３０及び共通バンプ３４０が各ＣＭＯＳセル２３０及
び共通セル２４０の上部にそれぞれ配置されたＣＭＯＳバックプレーン２００とマイクロ
ＬＥＤパネル１００とを互いに向かい合わせ、各ＣＭＯＳセル２３０と各マイクロＬＥＤ
ピクセル１３０とをそれぞれ１対１に対応させて密着させた後で加熱すると、各バンプ３
３０及び共通バンプ３４０が溶け、それによって、各ＣＭＯＳセル２３０と、各ＣＭＯＳ
セル２３０に対応する各マイクロＬＥＤピクセル１３０とが図４に示したようにそれぞれ
電気的に連結され、共通セル２４０と第１導電型メタル層１４０とが電気的に連結された
状態になる。
【００２１】
　次に、図５及び図６を参照して、上記マイクロＬＥＤアレイディスプレイ装置でフルカ
ラーを具現した実施形態を説明する。図５は、本発明の一実施形態によるフルカラーを具
現するための赤色、緑色、及び青色の光を発光するそれぞれのマイクロＬＥＤパネル１１
００、１２００、１３００に形成された各マイクロＬＥＤピクセルに対応する各ＣＭＯＳ
セルにそれぞれ電気的に連結するために、単一ＣＭＯＳバックプレーン２０００上にＣＭ
ＯＳセル領域２１００、２２００、２３００をそれぞれ形成して各ＣＭＯＳセル上に各バ
ンプ３０００をそれぞれ配置した状態を示す図であり、図６は、図５に示した赤色、緑色
及び、青色のそれぞれのマイクロＬＥＤパネル１１００、１２００、１３００を、各バン
プ３０００を用いて単一ＣＭＯＳバックプレーン２０００に電気的に連結した状態を示す
図である。
【００２２】
　図５及び図６を参照すると、フルカラーを具現するためのマイクロＬＥＤアレイディス
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プレイ装置は、第１マイクロＬＥＤパネル１１００、第２マイクロＬＥＤパネル１２００
、及び第３マイクロＬＥＤパネル１３００を含み、各マイクロＬＥＤパネル（１１００、
１２００、１３００）は、アレイ形態の複数のマイクロＬＥＤピクセルをそれぞれ含む。
第１マイクロＬＥＤパネル１１００、第２マイクロＬＥＤパネル１２００、及び第３マイ
クロＬＥＤパネル１３００のそれぞれは、それぞれ異なる波長帯域の光を発光する。例え
ば、第１マイクロＬＥＤパネル１１００は赤色の光を発光し、第２マイクロＬＥＤパネル
１２００は緑色の光を発光し、第３マイクロＬＥＤパネル１３００は青色の光を発光する
ように構成される。また、フルカラーを具現するためのマイクロＬＥＤアレイディスプレ
イ装置は、第１マイクロＬＥＤパネル１１００、第２マイクロＬＥＤパネル１２００、及
び第３マイクロＬＥＤパネル１３００のそれぞれに含まれる各マイクロＬＥＤピクセルを
それぞれ個別的に駆動するための単一ＣＭＯＳバックプレーン２０００を含む。単一ＣＭ
ＯＳバックプレーン２０００は、第１マイクロＬＥＤパネル１１００、第２マイクロＬＥ
Ｄパネル１２００、及び第３マイクロＬＥＤパネル１３００のそれぞれに含まれる各マイ
クロＬＥＤピクセルにそれぞれ対応する複数のＣＭＯＳセルを含む。単一ＣＭＯＳバック
プレーン２０００には、各マイクロＬＥＤパネル（１１００、１２００、１３００）が配
置されるように各マイクロＬＥＤパネル（１１００、１２００、１３００）に対応する各
ＣＭＯＳセル領域（２１００、２２００、２３００）がそれぞれ形成されており、各ＣＭ
ＯＳセル領域（２１００、２２００、２３００）に各マイクロＬＥＤパネル（１１００、
１２００、１３００）がそれぞれフリップチップボンディングされる。単一ＣＭＯＳバッ
クプレーン２０００に各マイクロＬＥＤパネル（１１００、１２００、１３００）がフリ
ップチップボンディングされ、各ＣＭＯＳセルと各マイクロＬＥＤピクセルとをそれぞれ
電気的に連結させるため、各ＣＭＯＳセル領域（２１００、２２００、２３００）には、
各マイクロＬＥＤパネル（１１００、１２００、１３００）に含まれる複数のマイクロＬ
ＥＤピクセルに対応するように複数のＣＭＯＳセルがそれぞれ形成される。このような各
ＣＭＯＳセルと各マイクロＬＥＤピクセルは、各バンプ３０００を介してそれぞれ電気的
に連結される。単一ＣＭＯＳバックプレーン２０００に各マイクロＬＥＤパネル（１１０
０、１２００、１３００）をフリップチップボンディングする過程は、図１～図４を参照
して説明したＣＭＯＳバックプレーン２００にマイクロＬＥＤパネル１００をフリップチ
ップボンディングする過程と同様である。
【００２３】
　また、単一ＣＭＯＳバックプレーン２０００上には、各ＣＭＯＳセル領域（２１００、
２２００、２３００）に共通セルがそれぞれ形成されており、各ＣＭＯＳセル領域（２１
００、２２００、２３００）の共通セルは、各共通バンプを介して各マイクロＬＥＤパネ
ル（１１００、１２００、１３００）の第１導電型メタル層にそれぞれ電気的に連結され
る。
【００２４】
　上述したように、従来は、マイクロＬＥＤを製作する際に、一つの基板上に赤色、緑色
、青色の光を発光する構造物を形成することには技術的に困難があるため、本発明では、
単一ＣＭＯＳバックプレーン２０００にそれぞれ独立的に製作されてそれぞれ異なる波長
帯域の光、即ち赤色、緑色、青色の光をそれぞれ発光する複数のマイクロＬＥＤパネルを
フリップチップボンディングし、光学系を用いて三つの色相を１ヶ所に集中させることに
よってフルカラーの具現を可能にする。また、本発明は、従来のような各ＬＥＤチップと
これらの制御を担当するための縦横軸に沿う各種データ線との間をワイヤボンディングし
なければならないという不便さや困難さを解消できるだけでなく、従来のように各ＬＥＤ
チップの信号制御を担当する各素子をＬＥＤチップの外部領域に別途に備えなくてもよい
ことから、全体のディスプレイ装置のサイズも減少させることができるという利点がある
。
【００２５】
　最後に、図７は、本発明の一実施形態によるフルカラーを具現するためのマイクロＬＥ
Ｄアレイディスプレイ装置の駆動を簡略に説明するための図であり、図７に示したように
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、本実施形態によるマイクロＬＥＤアレイディスプレイ装置の駆動は、駆動ＩＣ７００の
制御信号によって行われる。駆動ＩＣ７００からの制御信号は、ＣＭＯＳバックプレーン
２０００に形成された各ＣＭＯＳセル、即ちＣＭＯＳ集積回路によって各マイクロＬＥＤ
ピクセルにそれぞれ供給される。駆動ＩＣ７００からの制御信号は、アナログ信号である
か又はデジタル信号である。或いは、デジタル信号はパルス幅変調（ＰＷＭ）信号である
。
【符号の説明】
【００２６】
　１００、１１００、１２００、１３００　　マイクロＬＥＤパネル
　１１０　　基板
　１２０、１３２　　第１導電型半導体層
　１３０　　マイクロＬＥＤピクセル
　１３４　　活性層
　１３６　　第２導電型半導体層
　１４０　　第１導電型メタル層
　２００、２０００　　ＣＭＯＳバックプレーン
　２３０　　ＣＭＯＳセル
　２４０　　共通セル
　３４０　　共通バンプ
　３００、３３０、３０００、３１００、３２００、３３００　　バンプ
　２１００、２２００、２３００　　ＣＭＯＳセル領域
　７００　　駆動ＩＣ

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】
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